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【序】シリコン-炭素共有結合性有機単自己組織化分子膜(Si-C SAM)は、図 1 に示したように水
素終端シリコンに n-アルケンや n-アルキンなどを反応させる事によって作製する事ができる。R
がベンゼン環であるフェニルアセチレンを用いて単分子膜を作製すると、基板のシリコン原子と
ベンゼン環の間に二重結合を持つため基板と膜分子で共役系を形成する。これに対して、スチレ
ンではシリコン原子とベンゼン環の間は単結合となり非共役な単分子膜を形成する。現在よく知
られている自己組織化単分子膜には金-チオール SAMやシラン SAM などがあるが、基板と膜分
子の間で共役を形成する例は無く、共役系単分子膜の電子構造や膜構造は非常に興味深い。 
   共役系 SAM を作製するために、フェニルアセチレン、ビフェニルアセチレン、ターフェニル
アセチレンを用い、非共役系 SAM を作製するためにスチレン、アリルベンゼン、フェニルプロ
ピンを用いて自己組織化単分子膜を作製し、共役系・非共役系
SAMの膜構造と電子構造について軟 X線吸収分光法(NEXAFS)
を用いて評価を行った。 
【実験】真空中に置かれた H:Si(111)基板に、芳香族末端不飽和
炭化水素を真空中に導入することによりシリコン-炭素自己組
織化単分子膜を作製し、NEXAFSの測定を行った。膜作製では、
紫外線照射とイオンゲージ点灯の２つの条件を採用した。
NEXAFS測定は高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究
所放射光科学研究施設ビームライン 7A において、部分電子収
量法で行った。 
【結果】図 2にスチレン、フェニルアセチレンを 2000L導入し
て作製した自己組織化単分子膜の炭素 K 殼吸収端 NEXAFS ス
ペクトルを示す。285eV にみられるピークはフェニル基に由来
する構造であり、高い入射角依存性を示す事から、いずれの膜
もフェニル基がシリコン基板に対して良く立った配向を取って
SAM を形成していることが分かる。フェニルアセチレン SAM
にのみ存在する 284.3eVのピークはスチレン分子の NEXAFSス
ペクトル［1］と比較する事で、ビニル基に由来する構造であり、
膜分子が末端アルケンもしくは末端アルキン部で基板と結合し
た SAM を形成している事がわかった。発表では他の芳香族分
子の実験結果とあわせシリコン-炭素 SAM の電子構造について
詳細に述べる。 
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図１. Si-C SAM 

図 2. スチレン、フェニルアセチレ
ンを 2000L ドーズした SAM の
NEXAFSスペクトル 
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